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	LTK5129  版本号V1.3
	Byp电容是非常重要的，该电容的大小决定了功放芯片的开启时间，同时Byp电容的大小会影响芯片的电源抑
	建议将该电容设置为1uf,因该Byp的充电速度
	速度比输入信号端的充电速度越慢，POP声越小。

